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SKIN - LAYER IN COLLISIONAL IONIZED GAS.
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Для плазменного состояния [1, 2], когда юр>ѵе , где юр - плазменная частота и ѵе -  элек­
тронная частота столкновений, рассмотрим скин-слоя 3 :
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где X -  длина волны в вакууме, а -  постоянная затухания. Для ионизированного газа: ѵе>юр
_  L  _ . (2) раз-
8  = —  
а 2 пса





2 2  




2 2  к Ѵе + Ѵ  ,
1 -
2
2 2  
Уе + ® у
(3)
образом: х = юр2/ю2; ц = ѵ 2/ю2. Для построения графиков (рис. 1) используется зависимость:





Рис.1. Зависимости 8 — от —— при ѵе /ш: 1 - 0,03; 2 - 0,5; 3 - 2; 4- 5; 5 - 10.
с со
При увеличении плазменной частоты сор значение Зю/с уменьшается и стремится к ну- 
Для ионизованного газа в уравнении (3) вводятся переменные х=ѵе2/ы2 и г\= шр2/ш2:












СО V 2Рис.2. Зависимости 8 — от —2 при шр /ш: 1- 0,7; 2 - 0,8; 3 - 1; 4 - 1,1; 5 - 2.
с  с о
Полученные графики (рис. 2) показывают, что при увеличении частоты столкновения 
электронов ѵе толщина скин - слоя 5 будет возрастать. Но при небольших значениях ѵе про­
исходит некоторое начальное уменьшение 5.
Для получения зависимости изменения протяженности скин - слоя при различных зна-
СО2 СО2 (р1
чениях —р (рис.3), в уравнение (3) вводятся переменные у  =  — г ; х =  - - .  
ѵ„ ѵ„ ѵ
со щ 2Рис.3. Зависимости 8 — от —  при w p / ѵе: 1 - 0,4; 2 - 1; 3 - 1,58; 4 - 2; 5 - 6.
с П
2  2Как можно видеть из рисунка, при плазменном состоянии вещества, когда шр > ѵе , 
толщина скин - слоя 5 мало изменяется, а при ю р 2  <  ѵе2 5 очень быстро возрастает.
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